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专题: 铁基高温超导体发现十周年
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单层FeSe/SrTiO3界面增强超导的发现为理解高温超导机理提供了一个新的途径, 也为实现新的
高温超导体开拓了新思路. 本文通过在 SrTiO3(001)表面高温沉积Mg进而沉积单层FeSe薄膜, 制备出
了FeSe/MgO双层/SrTiO3异质结. 利用扫描隧道显微镜研究了异质结的电学及超导特性, 观测到约
14—15 meV的超导能隙, 比体相FeSe超导能隙值增大了 5—6倍, 与K掺杂双层FeSe/SrTiO3的超导能隙

值相当. 这一结果可理解为能带弯曲造成的界面电荷转移和界面处电声耦合共同作用导致的超导增强.
FeSe/MgO界面是继FeSe/TiO2之后的一个新界面超导体系, 为研究界面高温超导机理提供了新载体.

关键词: FeSe/MgO界面, 界面超导增强, 扫描隧道显微镜, 扫描透射电子显微镜
PACS: 74.78.–w, 79.60.Jv, 68.37.Ef, 68.37.Lp DOI: 10.7498/aps.67.20181681

1 引 言

2012年,本研究组 [1]在以TiO2为终止面的Sr-
TiO3(001)衬底上生长出单层FeSe薄膜, 并发现其
具有 20 meV的超导能隙, 这比体相FeSe 2.2 meV
的超导能隙提高了一个数量级 [2]. 这一发现立即引
起了人们对界面高温超导体系的探索和对界面高

温超导机理的研究. 输运测试证明SrTiO3(001)衬
底上单层FeSe 的超导转变温度可达 65 K [3,4], 甚
至高达 104 K [5], 是迄今为止报道的铁基超导转变
温度Tc 的最高值. 更有趣的是, 在其他TiO2为截

止面的氧化物 (包括BaTiO3
[6], SrTiO3(110) [7−9]

以及金红石和锐钛矿相TiO2
[10,11]等)衬底上生长

的单层FeSe都具有相似的高温超导特性, 尽管应
力作用导致这些衬底上的单层FeSe薄膜具有不同
的晶格常数 [12,13]. 角分辨光电子谱测试显示这类
单层FeSe具有独特的费米面结构: 体相FeSe费米
面由布里渊区角附近的电子型能带和中心位置空

穴能带共同构成 [14]; 而单层FeSe费米面仅剩余布
里渊区角附近的电子型能带, 并且电子型口袋尺寸
增大 [15−17]. 费米面结构的变化表明单层FeSe从
TiO2类衬底得到大量电子, 量化估计为每个铁原
子得到 0.12 e [16]. 另一方面, 通过表面蒸镀钾 [18]、

碱金属 [19]或分子插层 [20]、离子液体调控 [21−23]等

手段, 对石墨烯衬底上外延生长的FeSe薄膜或体
相FeSe 进行电子重掺杂, 可提高超导转变温度至
40—50 K, 对应的超导能隙达 10—14 meV, 普遍
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低于FeSe/TiO2体系
[13]. 这些结果表明, 除了界

面电荷转移, FeSe/TiO2界面还存在其他影响, 对
超导具有进一步的增强作用. 确实, 实验上已观
测到FeSe电子与Ti—O振动相关声子间的耦合作
用 [9,11,17,24,25], 耦合强度随着与界面距离的增加而
指数衰减 [24]. 巧合的是, SrTiO3上单层FeSe超导
特性产生与Ti—O键增强同步 [25], 其上K掺杂多
层FeSe膜超导能隙大小亦随与界面距离的增加做
指数衰减 [26,27]. 由此推断, FeSe薄膜中的电子和
衬底中与Ti—O振动对应的声子相互耦合, 会进一
步增强该体系的超导电性. 这一观点也得到了理论
计算的支持 [28−31].

FeSe/TiO2界面与铜基或Fe基高温超导体中
的内禀超导层/电荷库层界面具有类似性, 理解其
界面增强超导机理和发现新的FeSe/氧化物界面
对理解高温超导机理意义重大. 高温超导材料中,
CuO2或FeAs超导层与BaO, SrO, LaO和SmO等
氧化物电荷库层交错堆垛 [32−34]: 氧化物电荷库层
内主要由原子替代产生载流子, 载流子通过界面
转移到超导层, 这样保持超导层纯净, 即避免/降
低杂质散射, 有利于实现宏观超导态. FeSe/TiO2

界面处电荷转移具有异曲同工之妙, TiO2充当电

荷库层, 界面能带弯曲导致电荷转移, 这也是被
广为认可的界面增强效应 [35]. 而关于界面电 -声
耦合对超导的贡献, 有待更多实验发现来确定,
发现新的界面超导体系并开展对比研究尤其重

要. 本研究组 [36]在MgO(001)衬底上生长了单层
FeSe薄膜, 并通过输运测试初步观测到了 18 K超
导转变温度, 表明FeSe/MgO界面具有增强超导电
性. 但受MgO原子级平整度及清洁度所限, 其上
单层FeSe薄膜结晶性很差, 且MgO衬底的强绝缘
性阻碍了低温扫描隧道谱对其超导能隙的低温观

测. 本文在SrTiO3(001)衬底上沉积Mg原子得到
了具有原子级平整表面的MgO双层岛, 并进一步
沉积单层FeSe, 得到FeSe/MgO双层/SrTiO3(001)
异质结. 低温扫描隧道谱测量表明, 该异质结具有
14—15 meV的超导能隙. 这一体系的发现为界面
高温超导机理研究提供了新载体.

2 实验方法

2.1 样品生长

使用Nb掺杂浓度为0.5%的SrTiO3(001)单晶
作为衬底材料, 在Omicron超高真空分子束外延

(molecular beam epitaxy, MBE)系统中进行样品
生长. 系统的背底真空度优于 1.0 × 10−10 mbar
(1 bar = 105 Pa). 在进行单层FeSe薄膜生长之
前, 先将SrTiO3衬底加热至 1100 ◦C退火 1 h, 以
此获得具有平直的单胞高度 (3.90 Å)台阶和原子
级平整的TiO2终止表面. 随后, 将衬底温度降至
850 ◦C, 再沉积镁 (99.99 %), 镁源温度为 190 ◦C.
Mg与SrTiO3分解出的氧反应, 在SrTiO3(001)表
面形成MgO岛. 然后, 在衬底温度为 400 ◦C的条
件下共沉积铁 (99.995%)和硒 (99.999%)得到单层
FeSe薄膜 [1]. Fe源和Se源温度分别为 1070 ◦C和
155 ◦C, 对应的Fe/Se速流比约为 1 : 10, FeSe膜的
生长速率约为 0.14原子层/min. 最后, 将样品温度
升高至450 ◦C退火1 h, 以此得到超导FeSe薄膜.

2.2 样品表征方法

利用真空手提箱 (10−8 mbar)把样品转移到
Createc低温扫描隧道显微镜系统. 在 4.2 K下, 采
用PtIr针尖进行单层FeSe薄膜形貌、局域电子态
密度和局域功函数测量. 其中, 局域电子态密度
通过dI/dV 谱获得, 即固定针尖位置, 关闭扫描
隧道电子显微镜 (scanning tunneling microscope,
STM) 系统的反馈电路, 利用锁相技术对样品施加
937 Hz, 几十mV偏压调制, 获得dI/dV 随偏压V

的变化关系. 局域功函数通过固定样品偏压, 关闭
STM系统反馈电路, 记录电流 lnI随针尖高度的变
化而得到. 拟合 ln I-z关系得到斜率 d ln I/dz, 将

其代入ϕ = 0.95

(
d ln I

dz

)
2计算得到局域隧穿势垒

ϕ [37], 其中电流 I的单位为A, 高度 z的单位为Å.
局域隧穿势垒由针尖功函数和样品局域表面功函

数共同决定 [37], 连续测量过程中STM 针尖状态稳
定即可认为针尖功函数不变, 那么局域隧穿势垒的
变化就反应出样品局域表面功函数的变化.

利用扫描透射电子显微镜 (scanning transmis-
sion electron microscopy, STEM)对样品的微观结
构进行表征前, 将样品加盖 10层FeTe膜作为保
护层, 以避免样品在转移过程中被氧化. 采用聚
焦离子术法制备STEM实验样品, 聚焦离子术的
加速电压为 30 kV, 电流从 2.5 nA逐渐减小, 刻
蚀得到 10 nm厚的横断面薄片. 然后用 2 kV的
加速电压和 40 pA的电流对样品进行抛光处理.
STEM测量在一台配备了双球面相差 (Cs)校正器
的ARM200CF (JEOL)设备上进行, 工作能量为
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200 keV, 分辨率为 78 pm. 对于高角环形暗场像
(high angle annular dark field, HAADF), 数据采
集角度为 90—370 mrad. 能量色散X 射线光谱
(energy dispersive X-ray, EDX)实验在一台具有双
球面相差校正的FEI TITAN ChemiSTEM设备上
进行, 工作电压为300 kV.

3 实验结果

图 1 (a)和图 1 (b)显示了SrTiO3(001)表面上
沉积Mg后的表面形貌. Mg与衬底中氧反应在
SrTiO3(001)台面上形成了高度为 4.0 Å、横向尺
度约为 10—40 nm的MgO岛. 同时, 原本平直的
SrTiO3(001)表面台阶变得蜿蜒曲折, 说明有大量
MgO优先吸附在SrTiO3(001)台阶边缘形成条形
MgO岛. MgO岛的高度等于SrTiO3(001)表面上
原生台阶的高度 4.0 Å, 因此从STM形貌图中不易

分辨出二者的边界. 随着Mg沉积量的增加, 岛覆
盖度会逐渐增多, 但由于SrTiO3中分解出的氧有

限, 继续增加Mg沉积量并不能形成更高的MgO
单晶岛, 而是形成无序非晶团簇膜均匀堆砌于衬底
表面.

图 1 (c)和图 1 (d)分别显示了连续 (即相同针
尖状态下)在岛上和岛间 (图 1 (b)中圆点所标示
位置)测得的 lnI随 z的变化关系. 对图 1 (c) 和
图 1 (d)中的数据进行线性拟合, 得到的局域隧穿
势垒高度相近,分别是3.44 eV和3.48 eV,说明岛上
和岛间的局域表面功函数相近. 体相MgO的功函
数和SrTiO3的功函数相差较大, 分别为4.94 eV [38]

和 4.5 eV [25]. 这里岛上功函数与岛间功函数相近,
可归结为尺寸效应, 生长于SrTiO3衬底上的MgO
薄膜的表面功函数值比体相MgO功函数值显著降
低, 且薄膜越薄, 功函数值越低 [39].
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图 1 SrTiO3衬底表面上沉积Mg后的 STM结果 (a) 和 (b)是 STM形貌图 (Vs = 2 V, It = 40 pA); (c)和 (d)
是 (b)图中圆点所示岛上和岛间多个位置点的 lnI随针尖位置 z的变化曲线

Fig. 1. STM characterization after Mg deposition on SrTiO3(001) substrate: (a), (b) STM topographic
images (Vs = 2 V, It = 40 pA); (c), (d) the ln I measured as a function of increase in tip-sample distance z

taken on the island and between the islands, respectively, at the positions marked by dots in (b).

图 2 (a)是单层FeSe薄膜的STM形貌图, 除了
岛边界处存在一些无序, 与图 1 (a)和图 1 (b)所示
的MgO/SrTiO3形貌基本相似, 说明FeSe在岛上
和岛间均匀外延生长. 图 2 (b)—(e)显示了STEM

测量结果. 图 2 (b)是横截面的HAADF图, 显现
出两种界面结构: 左侧为FeSe/双TiO2界面, 与
本征SrTiO3衬底上结果

[40]一致; 右侧是一种新
界面, 在FeSe与TiO2层之间存在一原子排布更密
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集的区域. 图 2 (c)和图 2 (d)分别是在新界面区域
获得的高分辨HAADF图和EDX图, 其中蓝色部
分对应FeTe/FeSe薄膜, 绿色部分对应SrTiO3衬

底, 中间紫色区域具有双倍于TiO2层的原子密度.
图 2 (d) 的EDX图是对Sr, Mg, Ti和Fe元素的组
合图, 显示了Mg分离于Fe和Ti层之间, 空间宽度
为 4.0—5.0 Å, 与图 1 (a)和图 1 (b)所示STM形貌
图中岛的高度相当. 图 2 (e)显示了图 2 (c)中黄色
箭头所示跨越界面区域处Ti和Fe的电子能量损失
谱. 在FeSe层下 0—1.0 Å范围内, Fe的L23积分强

度有着不为零的微小数值, 但Fe的L3 和L2的峰值

强度比 I(L3)/I(L2)在实验误差内几乎不变, 说明
界面处无明显Fe原子扩散, Fe的化学价与薄膜内
一致. 综合以上STEM结果, 可以推断新界面结构
为FeSe/MgO双层/SrTiO3.

图 3显示了单层FeSe膜的原子分辨像和扫描

隧道谱. 图 3 (a)和图 3 (b)分别是 450 ◦C退火 1 h
后, 处于岛间和岛上单层FeSe薄膜的原子分辨
形貌像, 其中插图为对应的快速傅里叶变换 (fast
Fourier transform, FFT)图, 给出单层FeSe面内晶
格常数均为 (3.9 ± 0.1) Å. 相对而言, 位于岛间的
单层FeSe薄膜上有较多缺陷, 形貌上显示为哑铃
状和十字形两种. 哑铃状原子对源于Fe位缺陷,
铁位缺陷对与其相连的两个顶层Se电子态产生影
响, 故而显示为哑铃状原子对 [41]. 十字形缺陷很
可能是源于SrTiO3表面上残留的极少量Mg原子,
在Sr处理的SrTiO3(001)上单层FeSe膜上也观测
到类似的十字形缺陷 [42]. 在460 ◦C二次退火之后,
岛上和岛间单层FeSe膜上的缺陷密度均明显增加
(见图 3 (e)和图 3 (f)), 导致这一结果的可能原因是
岛边缘的无序杂质 (图 2 (a)所示)随着退火扩散到
了单层FeSe薄膜中.

20 nm 

(a) (b)

-1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0

 Ti Fe

In
te

n
si

ty
/
a
rb

. 
u
n
it
s

Distance/nm

2

3

4

5

6

F
e
 I
↼L


↽⊳
I
↼L


↽ 

(c) (e)(d)

0
                         Mg

SrTiMgFeHAADF

图 2 界面结构的 STM, STEM和EDX表征 (a)单层FeSe薄膜表面的 STM形貌图; (b), (c)异质结横截面沿 [010]方
向的HAADF原子分辨图, (c)是图 (b) 中右侧局部区域放大图; (d)图 (c)对应区域的 Sr, Mg, Ti, 和Fe元素EDX数据和
HAADF 组合图, 图中两条黄色虚线之间的距离是 4.0 Å; (e) Ti (红色实心圆)和Fe (黑色实心方块)原子L23的积分强度

以及Fe原子L3和L2的积分强度比 I(L3)/I(L2)(蓝色实心方块)沿图 (c)黄色箭头所示位置变化, 坐标零点被设定在FeSe
层与MgO层分界处
Fig. 2. STM, STEM and EDX characterization of interface structure: (a) STM topographic images of monolayer
FeSe; (b), (c) atomically resolved cross sectional HAADF images of the hetero-structure capped with FeSe layers
viewed along [010] direction; (d) a combination of HAADF image and EDX map of Sr, Mg, Ti and Fe elements, the
two yellow dashed lines are 4.0 Å separated; (e) integrated intensity of the Ti L23-edge (red dotted curve) and Fe
L23-edge EELS (black squared curve) and the corresponding Fe I(L3)/I(L2) ratio (blue squared curve) taken along
the yellow line shown in (c), the zero point is set at the interface between substrate and monolayer FeSe.
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图 3 单层FeSe薄膜经两次退火后的 STM结果 (a)和 (b)分别是岛间和岛上单层FeSe薄膜在 450 ◦C退火后的 STM形貌图
((a) Vs = −0.1 V, It = 300 pA; (b) Vs = −0.1 V, It = 200 pA), 插图为FFT图; (c)和 (d)分别显示了图 (a)和 (b)中所示
位置的隧穿谱 (Vs = 30 mV, It = 500 pA); (e)和 (f) 分别是岛间和岛上的单层FeSe薄膜在 460 ◦C二次退火后的 STM形貌图
((e) Vs = −0.08 V, It = 500 pA, (f) Vs = −0.15 V, It = 500 pA); (g)和 (h)分别显示了图 (f)和图 (e)中圆点所示位置的隧穿谱
(Vs = 40 mV, It = 500 pA); (i)十字形缺陷附近的隧穿谱 (Vs = 40 mV, It = 500 pA), 插图显示了测试点; (c), (d), (g), (i) 图中
虚线标示有助于分辨超导能隙相干峰位置变化

Fig. 3. STM characterization of monolayer FeSe after annealing twice: (a), (b) STM topographic images ((a) Vs = −0.1 V,
It = 300 pA and (b) Vs = −0.1 V, It = 200 pA) of monolayer FeSe between the islands and on the island annealed at
450 ◦C, respectively, with corresponding FFT image inserted; (c), (d) tunneling spectra taken at positions marked as dots
in (a) and (b), respectively; (e), (f) STM topographic images ((e) Vs = −0.08 V, It = 500 pA and (f) Vs = −0.15 V,
It = 500 pA) of monolayer FeSe between the islands and on the island annealed at an increased temperature of 460 ◦C,
respectively; (g), (h) tunneling spectra taken at positions marked as dots in (f) and (e), respectively; (i) tunneling spectra
taken around an impurity in monolayer FeSe on the island, at positions marked as dots in the inset topographic image.
The spectra shown in (c) and (d) were taken at Vs = 30 mV, It = 500 pA, and the spectra in (g), (h) and (i) Vs = 40 mV,
It = 500 pA. In (c), (d), (g) and (i), the horizontal bars indicate the zero-conductance position of each curve, and the
dashed lines are guide for eyes, showing the change of superconducting gaps.
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测量岛间和岛上单层FeSe薄膜的扫描隧道谱
以表征其电子性质, 图 3 (c)和图 3 (d)分别展示了
450 ◦C退火后岛间和岛上单层FeSe薄膜的dI/dV
谱. 与本征SrTiO3(001)上单层FeSe薄膜结果 [1]

一致, 岛间单层FeSe膜的dI/dV 谱显示出U形超
导能隙, 并且在±10 meV和±18 meV处各有一对
相干峰. 岛上单层FeSe薄膜同样具有U形超导
能隙, 但仅有一对位于± (14—15) meV的清晰相
干峰. 再次退火后, FeSe薄膜与衬底之间的界面
耦合作用增强 [43], 岛上FeSe薄膜的超导能隙相
干峰更为清晰 (图 3 (g)). 图 3 (i)显示了岛上单层
FeSe薄膜中十字形缺陷附近的dI/dV 谱, 在缺陷
中心位置, 零偏压电导依然为零, 但在超导能隙
内, +9 meV处出现增强共振峰. 此共振峰在离缺
陷中心一个晶格距离a0处依然存在, 在 2a0之外消
失. 岛间单层FeSe膜中的缺陷密度已如此之高以
致于远离杂质中心位置的超导特性亦被明显抑制.
图 3 (h)显示了距离最近邻缺陷中心 5a0(图 3 (e)中
圆点所示)处的dI/dV 谱, 此距离远大于杂质态出
现的空间尺度 2a0, 可以看出原±18 meV处相干峰
消失, 超导能隙值显著减小.

4 结果讨论

位于岛间的单层FeSe膜具有与本征SrTiO3

上单层FeSe薄膜相同的超导性质, 但由于表面残
留Mg原子导致了新的十字形杂质缺陷. 本工作
的主要发现是在岛上单层FeSe膜, 即FeSe/MgO
双层/SrTiO3界面, 观测到 14—15 meV的超导能
隙. 参照目前对FeSe/SrTiO3界面增强超导的理

解, 即能带弯曲导致界面电荷转移以及界面电声
耦合共同作用, 本文对FeSe/MgO双层/SrTiO3界

面结果提出以下可能解释. 首先, 受衬底调制作
用, 外延MgO双层的功函数值降低至与SrTiO3功

函数值相当, 且低于FeSe功函数值, 这使得界面
电荷转移成为可能. 假设能带弯曲是导致界面
电荷转移的主要原因, 那么, MgO双层与SrTiO3

表面功函数相当意味FeSe/MgO双层/SrTiO3和

FeSe/TiO2中单层FeSe从界面层获得相近的电子
掺杂. 其次, 若仅考虑FeSe电子与SrTiO3声子耦

合, 这种作用强度随着与SrTiO3表面距离的增

大呈指数衰减 [24,26,27]. FeSe/MgO双层/SrTiO3

中单层FeSe膜较FeSe/SrTiO3中单层FeSe膜距离
SrTiO3远 4 Å(即MgO双层厚度), 而直接生长于

SrTiO3上的第二层FeSe膜比单层FeSe距离 Sr-
TiO3远 5.5 Å(即单层FeSe厚度). 巧合的是, Sr-
TiO3上的第二层FeSe膜在通过表面K原子吸附
得到充足电子后具有 14—15 meV的能隙 [26,27],
低于 SrTiO3 上单层FeSe的超导能隙值 (18—
20 meV) [1,7,26], 这正是第二层FeSe中电子与Sr-
TiO3声子耦合强度随距离增加而指数衰减的结

果. 综合以上两方面因素, FeSe/MgO双层/SrTiO3

中具有 14—15 meV 超导能隙这一结果貌似可以
被归结为能带弯曲导致界面电荷转移和FeSe电
子与SrTiO3声子耦合共同作用的结果. 但值得特
别强调的是, MgO体材具有约 50 meV的高能声
子 [44,45], MgO(001)表面有约 80 meV的高能F-K
声子 [46], 这些高能声子是否能增强FeSe膜中的电
子配对值得进一步研究.

参照重电子掺杂FeSe超导能隙值与超导转
变温度的对应关系 [20−22], 估计FeSe/MgO双层/
SrTiO3上 14—15 meV 超导能隙值对应的超导转
变温度约 40—50 K, 远高于我们之前通过输运
测试在体相MgO(001)衬底上单层FeSe薄膜中观
测到 18 K的界面增强超导这一初步结果 [36]. 在
FeSe与体材料MgO(001)界面, Fe 原子替代界面
1—2层MgO中Mg原子, 降低了界面MgO层功函
数, 进而导致界面电荷转移实现对单层FeSe 的
电子掺杂 [36]. 在FeSe/MgO双层/SrTiO3体系中,
在界面附近并未观测到明显的Fe原子扩散/替代
(图 2 (e)). 不同于体相MgO(001)衬底上单层FeSe
膜上存在大量空位岛和团簇, 本文中的单层FeSe
膜是大面积均一的单晶膜, 具有更低的杂质/无序
度, 这可能是观测到更强超导特性的一个重要原
因. 为了进一步确定FeSe/MgO界面的超导特性,
需要系统研究不同厚度MgO岛上单层FeSe膜的
超导电性. 这需要利用脉冲激光沉积 (pulsed laser
deposition, PLD) [39]或氧化物MBE等技术, 在充
足氧气氛下和更低衬底温度下沉积Mg以保证形成
更高质量的MgO单晶岛. 进一步, 通过改变MgO
层厚和生长过程中的氧分压, 可调控MgO薄膜功
函数在2—5 eV范围内连续变化 [39], 在此基础上开
展系列输运、扫描隧道谱和角分辨光电子谱研究可

完善超导转变温度对载流子浓度相图以及揭示电

声耦合作用与费米面和能带之间的关联.
最后, 简单讨论实验结果的可能应用. 模拟

铜基超导体和铁基超导体中氧化物层/超导层/氧
化物层的三明治结构, 构建TiO2/FeSe/TiO2三明
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治结构已被公认为是进一步提高单层FeSe薄膜超
导转变温度的有效途径 [12,31,47]. 相比于TiO2单晶

膜, MgO单晶层可在更低的生长温度下获得 [48],
因此FeSe/MgO双层/SrTiO3体系的这一发现可能

推进制备多层异质结以进一步提高单层FeSe超导
转变温度的实验进程, 如制备MgO/FeSe/TiO2或

TiO2/MgO/FeSe/TiO2等多层异质结.

5 结 论

构建了单层FeSe/MgO双层/SrTiO3异质结

并观测到了 14—15 meV的超导能隙. 这一发现
预示MgO是继TiO2之后又一可以增强单层FeSe
薄膜超导电性的氧化物层. 该发现不仅为研究
高温超导机理提供了一个新平台, 也为制备氧化
物/FeSe/氧化物三明治结构提供了新方案, 有望实
现利用双界面效应进一步提高单层FeSe的超导转
变温度.
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Interface enhanced superconductivity in monolayer
FeSe film on oxide substrate∗
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Abstract
We report on the observation of a superconducting gap of about 14–15 meV, significantly enlarged compared with

the value of 2.2 meV for bulk FeSe, in monolayer FeSe film interfaced with MgO epitaxial on SrTiO3(001) substrate
by using the scanning tunneling microscopy. While the MgO exhibits the same work function as SrTiO3 substrate,
the gap magnitude is in coincidence with that of surface K-doped two-unit-cell FeSe film on SrTiO3(001), suggesting
that the interface enhanced superconductivity might be attributed to cooperation of interface charge transfer driven
by band bending with interface electron-phonon coupling as discovered at FeSe/TiO2 interfaces. On the other hand,
the observation of such an enlarged superconducting gap, complementary to our previous transport observation of an
onset superconducting transition temperature of 18 K in monolayer FeSe film on a bulk MgO substrate, implies that
FeSe/MgO interface is likely to be a new interface high-temperature superconducting system, providing a new platform
for investigating the mechanism of interface hightemperature superconductivity.

Keywords: FeSe/MgO, interface enhanced superconductivity, scanning tunneling microscopy, scanning
transmission electron microscopy
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